
电子线路 

第一章晶体二极管和二极管整流电路 

一、填空 

1、晶体二极管加一定的（正向）电压时导通，加（反向）电压时

（截止）这一导电特性称为二极管的（单相导电）特性。 

2、不加杂质的纯净半导体称为（本征半导体）。 

3、P型半导体它又称为（空穴）型半导体，其内部（空穴）数量多

于（自由电子）数量。 

4、加在二极管两端的（电压）和流过二极管的（电流）间的关系称

为二极管的（伏安特性）。 

5、把（交流）电转换成（直流）电的过程称为整流。 

6。直流电的电路称为二极管单相整流电路，常用的有（单相半波整

流）、（单相桥式整流）和（倍压整流）电路。 

7。三极管工作在放大区时，通常在它的发射结加（正向）电压，集

电结加（反向）电压。 

8。三极管在电路中的三种基本连接方式是（共发射极接法）、（共

基极接法）、（共集电极接法）。9。晶体二极管的主要参数有（最大整

流电流 IFm）、（最高反向工作电压 VRm）、（反向漏电流 IR）。 

10。导电能力介于（导体）和（绝缘体）之间物体称为半导体。11、

在半导体内部，只有（空穴）和（自由电子）两种载流子。12、一般来说，

硅晶体二极管的死区电压应（大于）锗晶体二极管的死区电压。 



13、当晶体二极管的 PN结导通后，则参加导电的是（既有少数载流

子，又有多数载流子）。 

14、用万用表测晶体二极管的正向电阻时，插在万用表标有+号插孔

中的测试表笔（通常是红色表笔）所连接的二极管的管脚是二极管的（负）

极，另一电极是（正）极。 

15、面接触性晶体二极管比较适用（大功率整流） 

16。晶体二极管的阳极电位是-10V，阴极电位是-5V，则晶体二极管

处于（反偏） 

17。用万用表欧姆档测量小功率晶体二极管性能好坏时，应把欧姆档

拨到（R1K档） 

18。当硅晶体二极管加上 0。3V正向电压时，该晶体管相当于（阻值

很大的电阻) 

19。晶体二极管加（反向）电压过大而（击穿），并且出现（烧毁）

的现象称为热击穿 

20。晶体二极管在反向电压小于反向击穿电压时，反向电流（极小）；

当反向电压大于反向击穿电压后，反向电流会急速（增大） 

21、二极管的正极又称（阳）极，负极又称（阴）极。 

22、二极管反向工作电压 Vrm是指二极管正常使用时所允许加的最高

（反向电压） 

23、能影响二极管性能好坏的是哪一个参数:（反向漏电流）24、本

征半导体中（有）载流子。 



25、简单地把 P 型半导体和 N型半导体接触在一起（不能）形成 PN

结。26。P 型半导体又称（空穴）型半导体，N型半导体又称（电子）型

半导体。 

第二章体三极管和场效晶体三极管 

27。半导体三极管又称（双）极三极管，简称晶体管。 

28。三极管内有三个区即（基）区、（发射）区、（基电）区，各自

引出一个电极称为（基）极、（发射）极、（集电）极。29。每个三极管

内都有两个 PN结，发射区和基区之间的 PN结，称为（发射）结，集电区

和基区之间的 PN结为（集点结）。30。三极管内部发射区掺杂浓度较

（大），以利于发射区向基区发射载流子。 

31、三极管内电流的分配关系是(IE=IB+IC)  

32、三极管共发射极电路中，基极对发射极电压 VBE和基极电流 IB

之间的相应数量关系，称为三极管的（输入）特性。 

33、场效应管是一种（电压）控制器件，用（栅）极的电压来控制

（漏）极电流。 

34、当三极管的发射结集电结均正偏时三极管处于（饱和）状态。35、

绝缘栅场效应管简称ＭOS管，可分为增强型和（耗尽）型。 

第三章单级低频小信号放大器 

36。对放大器的基本要求：（1）要有（足够的）放大倍数，（2）要

具有一定宽度的（通频带），（3）（非线性）失真要小，（4）工作要

（稳定）37。一个放大器的（静态工作点）设置的是否合适是放大器能否

正常工作的重要条件。 



38。在放大器电路中，既有（直流）成分，又有（交流）成分，在分

析静态工作点时，只考虑（直流成分），在计算放大倍数时，要考虑（交

流成分）。39。放大器的放大能力常用（放大倍数 A）表示，它包括（电

压放大倍数）、（电流放大倍数）、（功率放大倍数）。40。能把微弱的

电信号放大，转换成较强的电信号的电路称为（放大）电路。 

41、把放大器的输入端短路，则放大器处于无信号输入状态称为（静

态）。 

42、画直流通路时，把（电容）视为开路，其他不变。43、单管共发

射极放大电路兼有（放大）和（反相）作用。 

44、画交流通路时，把（电源）和（电容）都简化成一条短路的直线。

45、直流负载线的斜率（-1、Rc） 

46、交流负载线的斜率是（-1、RL）。 

47、在固定偏置式放大电路中，若 Rb>rbe, 则 ri≈(rbe)。  

48、从三极管的特性曲线簇可以看出，放大器的静态工作点设置的太

高，会出现（饱和）失真，若放大器 

的静态工作点设置的太低会出现（截止）失真。 

49、功率增益 GP与功率放大倍数 AP之间的关系是（GP=10lgAP）50、

图解法分析静态工作情况，电源 VCC一定时，静态工作点 Q的位置取决于

（IBQ）而（IBQ）的大小又由（Rb）决定，（IBQ）越大，Q 点越高。51、

放大器的输入信号电压 Vi=0。3V,Ii=1mA输出电压 Vo=3V,Io=0。1A，那

么电压增益 Gv=（20）dB，功率增益 Gp=(30)dB52、在单级共发射极放大

电路中，输入电压 Vi 和输出电压 Vo的频率(相同），（输入波形）被放

大，而相位（相反）。 



第四章多级放大器和负反馈放大器 

56。多级放大器常用的耦合方式有阻容耦合，变压器耦合和直接耦合。

57。LC振荡器用来产生较高频率的振荡，如果产生较低频率的振荡，可

选用 RC振荡频率稳定提高，可选用石英晶体振荡器。 

58。放大器的放大倍数和信号频率之间的关系，叫做频率特性。由于

放大器输出信号频率与输入信号频率成分不同而引起的失真，称为频率失

真。 

59。反馈放大器由基本放大器和反馈电路两部分组成，反馈电路是跨

接在输入和输出之间的电路。 

60。凡反馈信号使放大器的净输入信号增加称为反馈，凡反馈信号使

放大器的净输入信号减小称为负反馈。 

61、把若干个单管放大电路串联起来，组成多级放大器。 

62、射级输出器作为输入级，是利用输入电阻大的特性，放在输出级

是利用它的输出电阻小，作为中间级起阻抗变换作用。 

63、深度负反馈时，放大器的电压放大倍数只有反馈系数有关，而与

三级管的参数无关。 

64、阻容耦合放大器的缺点是效率低通常用作前置放大器。 

65、射级输出器的特性归纳为：电压放大倍数接近，电压跟随性好，

输入阻抗高，输出阻抗低，而具有一定的电流放大能力和功率放大能力。 

第五章直接耦合放大器和集成运算放大器 



66。差分放大器的两种输入方式为（差模输入）和（共模输入）67。

差分放大器性能的好坏，应同时考虑它的（差模放大能力）和（共模抑制

能力）。68。为了有效地抑制零点漂移，多级直接耦合放大器的第一级均

采用（差分放大）电路。 

69。比例运算放大器的输出电压和输入电压之比为（固定常数）。

70。。运算放大器实质上是一种具有（低零漂）、（高增益）的多级直接

耦合放大器。 

71、集成运放是一种内部为（直接耦合）的放大倍数（很大）的集成

电路，其差动和和放大器为集成运放的（输入级）。72、集成运放输入端

电位为零但未接地，此现象称为（虚地），这种现象只有在（反相器）、

（跟随器）运算放大器中存在。73、从反馈的角度来看，反相比例运算放

大器是（电压并联）负反馈放大器，同相比例运算放大器是（电压串联）

负反馈放大器，。74、反相比例运算放大器当 Rf=R1时，称作（反相）器，

同相比例运算放大器当 Rf=0，或 R1为无穷大时称作（跟随器）。75、差

动放大器有四种输入方式和输出方式，其中（双入双出）抑制零点漂移能

力最好。 

第六章调谐振荡器和正弦波振荡器 

76。调谐放大器是利用 LC回路的（并联）谐振实现选频。当输入信

号频率与 LC回路固有频率（相等）时，LC回路阻抗最大，此时放大器的

增益（最大）。77。调谐放大器按 LC回路划分（单回路）和（双回路）

调谐放大器其中（双回路）调谐放大器能较好地兼顾频带与选择性。 

78。正弦波振荡器，不需要外来信号，可直接将直流电能转换成具有

一定频率和一定幅度的（交流）电能，产生弦波信号。 



79。自激振荡电路主要由（正反馈）放大器和（选频）网络组成。80。

双回路调谐放大器有（互感）耦合和（电容）耦合两种，它主要用于对通

频带和选择性要求（较高）的场合。 

81、自激振器的两个条件是（振幅平衡条件）和（相位平衡条件）。

82、三点式振荡器有（电感）三点式和（电容）三点式，它们的共同特点

都是从 LC振荡回路中引出三个端点和三板管的（三个板）相连。83、外

界空间电磁场的千抗也是放大器产生自激的原因之一通常采用（屏蔽）措

施减少这种干扰。 

第七章低频功率放大器 

84、用作放大器低频信号功率的放大器称为（功率）放大器。85、功

率放大器应满足的基本要求（失真小）、（效率高）、（散热性能好）、

（有足够输出功率）。86。低频功率放大器按静态工作点、位置可分为：

（甲类功率）、（甲乙类功率）、（乙类功率）三种。87。功放级使用的

耦合变压器的作用（有隔直流电位）、（调节阻抗匹配）。 

88。甲类功放管的缺点是（静态电流大、消耗大、效率低）。89。乙

类推挽功放电路的理想效率为（78%）。 

90。甲乙类推挽功率放大器的表静态工作点介于（甲类与乙类）之间。 

91、互补对称推挽电路是由（两个）导电极性不同的晶体管组成，为

了使信号不失真，两个互补放管有 β值和压降等参数应当一致，即两个

互补管电路需完全对称。 

92、集成功率放大器具有（体积小），工作稳定，易于安装和调试等

优点。 



93、使用集成功放块，只需了解（外部特性）和（外接线路）的正确

接法。 

第八章直流稳压电源及可控硅 

94、直流稳压电源稳压调整元件与负载的连接关系分串联型稳压器和

并联型稳压器两种 

95、集成稳压器按引脚分有（多端式）和（三端式）。 

96。直流稳压电源是一种当（电网电压）变化或（负载）变动时，能

使电压稳定输出的直流电源。 

97。比较放大器的作用是将取样电路送来的信号与基准电压比较后，

获得到的信号进行放大，然后送到调整电路。 

98。串联型稳压电源采用辅助电源的作用是改善比较放大器电源的稳

定性。 

99。常用于稳压电源的按输出电压分（固定式）和（可调式）。100。

硅稳压二极管稳压时工作在反向击穿状态。101、集成稳压管的工作可靠

而方便。 

102、串联型稳压电路中比较放大电路的放大倍数越大输出电压稳定

性越好。 

103、常用于稳压电源的按输出电压分（固定式）和（可调式）。104、

集成稳压器按引脚分有（多端式）和（三端式）。 

105、可控硅内部有三个 PN有三个电极；分别叫阳极阴极控制极其分

别用字母 acg 表示。 



106。通过可控硅阳极电流的大小是由控制角决定。 

107。可控硅要导通应满足条件在阳极与阴极间如正向电压和控制极

与阴极间加触发电压。 

108。开关管型稳压管交替在（截止）状态或（饱和）状态。109。可

控整流电路是通过调整触发信号出现的时间来改变可控硅控制角和导通角

从而实现控制电压平均值的目的。 

110。触发脉冲必须与主电路的交流电源按一定规律同步变化从而保

证主电路的可控硅在每个周期的控制角相等。 

111、具有放大环节的串联可调稳压电源它的基本组成有（1）取样电

阻（2）比较放在（3）基准电压（4）调整部分。112、加到可控硅控制极

的触发脉冲上升沿要陡脉冲宽度不能大于 6 微秒 

113、广泛使用的串联型稳压电路作为调整元件的是（三极管）。 

114、可控硅由导通转变为阻断的条件是阳极电流小于维持电流或阳

极电源极性相反。 

第九章晶闸管及其应用 

115、单向晶闸管内部结构包含四层半导体材料构成（三）个 PN结。

三个电极分别是（阳极 A）（阴极 C）和（控制极 G）116。单向晶闸管很

像一只（二极管）它与二极管的根本区别是它的导通是（可控）的。晶闸

管导通后，控制极就失去作用。 

117。单向晶闸管导通必须具备两个条件：一是（阳极与阴极接正向

电压）二是（控制极和阳极也接正向电压） 



。晶闸管关断的条件是：（流过晶闸管的电流小于维持电流）119。

单结晶体管三个极为（发射极），（第一基极），（第二基极）。120。

单结晶体管主要的作用是由它构成（触发脉冲形成电路）为晶闸管提供

（正向触发电压）使用晶闸管。

121、晶闸管三个电极分别是（阳极 A）（阴极 C）和（控制极 G）

122、晶闸管常使用（快速熔断）器作过电流保护。123、晶闸管的全称是

（硅可控整流）元件。 

124、在可控整流电路中使用的晶闸管应有（过电压）、（过电流）

和（短路保护） 

125、晶闸管在工作时只有（导通）和（阻断）两种状态。 

126。晶体二极管因加（反向）电压过大而（击穿），并且出现（烧

毁）的现象，称为热击穿。 

127。三极管中有两个 PN结，其中一个 PN结叫做（发射结）；另一

个叫做（集电结）。128。NPN型三极管的发射区是（N）型半导体，集电

区是（N）型半导体，基区是（P 型）半导体。 

129。若三极管集电极输出电流 Ic=9mA，该管的电流放大系数为 B=50，

则其输入电流 IB=（0。18）mA。 

130。放大器的静态是指（没有信号输入）时的直流工作状态。静态

工作点可根据电路参数用（估算）法分析确定,也可用（图解）法分析确

定。 

131、对于一个三极管放大器来说，一般希望其输入电阻要（大）些。

132、为减轻信号源的负担所以输出电阻要（小）些，以增大带动负载的

能力。 



、发射极电路的输出电压与输入电压有（倒）相的关系，所以该

电路有时被称为（反相器）。134、大器的放大能力常用（V）表示，它包

括（电压放大倍数），（电流放大倍数）和（功率放大倍数）。

率失真）。 

138。对共射电路而言，反馈信号引入到输入端接三极管的发射极上，

称作（串联）反馈。 

142、差动放大器差模输入是指输入信号大小（相等），极性（相

反），此信号称作（差模信号）。 

143、反向比例运算放大器 Rf=R1时，称作（反相）器。 

144、同相比例运算放大器当 Rf=0 时，或 R1 无穷大称为（跟随器）。

145、协调放大器是利用 LC回路划分（单协调）和（双协调）的协调放大

器，其中（双）协调放大器能较好地兼顾频带与选择性。 

146。双协调放大器有（互感）耦合和（电容）耦合两种。147。用作

放大低频信号功率的放大器，称为（低频功率）放大器。148。低频功率

放大器按静态工作点位置可分为：（甲类），（乙类），（甲乙类）三种。 

149。集成功率放大器具有（体积小），（工作稳定），（易于安装）

和（调试）等优点。 

150。并联型稳压电源的优点是电路（简单），调试（方便），常在

要求 

不高的场合中使用。 

151、常用于稳压电源的过载保护电路分（限流式）和（截流式）两

种。152、串联型稳压电源的输出电流较大时，常采用（复合管）做调整



153、电流放大系数是衡量三极管的放大能力的重要指标，β 值太大，

则三极管的（稳定性差）。

第一章晶体二极管和二极管整流电路 

1、本征半导体又叫（D） 

A、普通半导体 B、P 型半导体 C、掺杂半导体 D、纯净半导体 2、锗

二极管的门坎电压为（A）A、0。25VB、0。5VC、1VD、0。7V 

3、工作在放大区的三极管，当 IB 从 20μA 增大到 40μA 时 IC 从

1mA变为 2mA，则它的 β值约为（B） 

、10B、50C、100D、75 

4、晶体二极管的正极电位为-10V，负极为-5V，该晶体二极管处于

（B）A、零偏 B、反偏 C、正偏 

5、当晶体二极管两端正向偏置电压大于（D）电压时，二极管才能道

通 

A、击穿 B、反向击穿 C、饱和 D、门坎 

6。半导体受光照后，其导电能力会（A）A、增加 B、减弱 C、不变 

7。半导休二极管导通的必要且充分条件是（C） 

A、加正偏电压 B、加反偏电压 C、加大于死区电压的正向电压 D、加

小于死区电压的正向电压 

8。在桥式全波整流电路中负载上的输出电压为（B）A、0．45V2B、0。

9V2C、1、2V2D、根号 2 倍的 V29。二极管的伏安特性是研究二极管两端

（A）的关系 A、电流与电压 B、电容与电阻 



、电流与阻值 D、电压与电容 10。硅二极管的死区电压为（C）A、

0．2VB、0．7VC、0．5VD、0．3V

第二章晶体三极管和场效晶体三极管 

11、半导体三极管又称(D) 

A、胆管 B、晶阐管 C、MOS管 D、晶体管 12、使三极管处于放大状态

时应满足(C)  

A、发射结、集电结均正偏 B、发射结正偏 C、发射结正偏、集电结反

偏 

D、集电结正偏 

13、结型场效应管的输入电阻为(C)A、几十欧姆 B、可达

1015ΩC107-108Ω14、三极管 VCE与 IB 之间的关系属于（A）特性。A、

输入 B、输出 C、恒流 

15、使三极管处于饱和状态时应满足（A） 

A、发射极正偏、集电极反便 B、发射结正偏、集电结反偏 C、发射结

反偏、集电结正偏 C、发射结反偏、集电结正偏 16。集电极、基极反向饱

和电流用字母表示为（B）A、ICEOB、ICBOC、IBEO 

17。要使三极管处于截止状态应满足的条件（C） 

Ａ、发射结正偏Ｂ、发射结反偏Ｃ、发射结反偏、集电结反偏 

18。场效应管是一种（A）A、电压 B、电流 C、功率 

19。三极管的输入特性（A）为一定值时，VCE和 IB 之间的相应关系。

A、VCEB、ICC、VE 



、三极管的恒流特性是（B）为一定值时，IC 不随 VCE而变化，即

IC 保持恒定，这种现象称为三极管的横流特性。

A、ICEB、IBC、VCE 

21、单机型三极管又叫（A）A、场效晶体管 B、复含管 C、胆管 

22、单相半波整流电路中二极管承定的反向电压的最大值出现在二极

管（A） 

A、截止时 B、由截止转导通时 C、导通时 23、、硅管的导通电压为

（C）A、0。5VB、0。3VC、0。7VD、0。2V24、锗管的死区电压为（C）A、

0。3VB、0。5VC、0。7VD、0。2V 

25、二极管两端的反向偏置电压增强时，在达到（A）电压以前通过

的电流很小 

A、击穿 B、截止 C、导通第三章单级低频小信号放大器 

26。单管共射放大器输入正弦电压，用示波器观察到输出波形的正半

周被削顶，该放大器的静态工作点设置得（B） 

A、正常 B、偏低 C、偏高 27。已知 Ai=1000 则 Gi=（B） 

A、30dBB、60dBC、40dB 

28。在计算电路增益时，若增益出现负值，则该电路是（C）A、放大

器 B、多级放大器 C、衰减器 

29。在晶体三极管放大电路中，若电路的静态工作点太低，将会产生

（B） 

A、饱和失真 B、截止失真 C、交越失真 30。画交流通路时（D） 



、把电容视为开路，电源视为短路 B、把电容和电源都视为开路 C、

把电容视为短路，电源视为开路 D、把电容和电源都视为短路 31、放大器

设置合适的静态工作点，以保证晶体管放大信号时，始终工作在（C）

A、饱和区 B、截止区 C、放大区 

32、若放大器的输出信号既发生饱和失真又发生截止失真，则原因是

（C） 

A、静态工作点太高 B、静态工作点太低 C、输入信号幅度大 33、有

些放大电路在发射极电阻旁并上一个电容 Ce,则 Ce的作用是（B） 

A、稳定静态工作点 B、交流旁路，减少信号在 Re上的损失 C、改善

输出电压波形 D、减小信号失真 

、通过数学方程式近似计算来分析放大器性能的方法叫（B）A、图解法

B、估算法 C、等效法 35、直流负载线的斜率表示为（A）A、-1、RcA、-1、

RlC、-1、RL1 

36、在计算静态工作点时，分别求不、哪三个量（C）A、

IBQIEQVCEQB、ICQIEQVBEQC、IBQICQVCEQD、IBQVBEQIEQ37、共发射极放

大电路具有放大和（A）的作用 A、反相 B、同相 C、阻抗变换 

38、画交流通路时，把电源和电容画成（A）A、短路 B、断路 C、半

开半断 

39、放大器的输出电阻 ro 越小，则（A）A、带负载能力越强 B、带

负载能力越弱越强 C、放大器功率放大倍数为 100D、通频带越宽 40、放

大器功率放大倍数为 100，问功率增益是（B）A、10dBB、20dBC、30Db 

41、在共发射极单管低频电压放大电路中，输出电压可以表示为（C）

A、Vo=icRcB、Vo=-IcRcC、Vo=-Rcic 



42、共发射极电路的输出电压与输入电压有倒相的相位关系，所以该

电路有时被称为（C） 

A、放大器 B、衰减器 C、反相器 

43、共发射极放大器的输出电压和输入电压在相位上的关系是（C）A、

同相位 B、相位差 900C、相位差 1800 

44、在单管放大器中，为了使工作于饱和状态，可采用的办法是（A）

A、减小 IBB、提高 VG的绝对值 C、减小 Rc的值 45、射极输出器具有稳

定输出（A）的作用 

A、电压 B、电流 C、功率 10、直流负载线的斜率是（-1、RC）。46。

下列因素不影响静态工作点的位置是（C）A。RbB。RcC。VccD。B 

47。关于三极管下列说法正确的是（B）A。B值越大越好 B。Icbq 值

越小越好 C。Iceq 随温度成正比地增加 

48。测量三极管 e，b，c 间的电压，如果放大状态则可能（A)A。VC

大于 Vb大于 VeB。Vb大于 Ve，Vb大于 VcC。Vc小于 Ve小于 VbD。Vb小

于 Ve，Vb小于 Vc 

49。多级放大电路与单管放大电路放大相比，频带（B） 

A。宽 B。窄 C。差不多 

50。。在固定偏置电路中，测量三极管集电极电位 Vc=Vg，则放大器

处于（B）状态 

A。放大 B。截止 C。饱和 



51、反向电压增大或温度升高时，反向电流将怎样（A）A。变大 B。

变小 C。不一定 

52、所谓开环是指具有以下主要特点的电路（B）A。无信号源 B。无

反馈通路 C。无电源 D。无负载第四章多级放大器和负反馈放大器 

53、在阻容耦合多级放大器中，在输入信号不变的情况下，要提高级

间耦合效率必须（C） 

A．提高输入信号的频率 B。提高输入信号的幅度 C。加大耦合电容 D。

减小输入电阻 

54、有一多级放大器各级增益分别为 20Db、－3dB、30dB出总的增益

为（A） 

A。47dBB。－180dBC。53dBD。1800DB 

55、放大器引入负反馈后，下列说法正确的是（C）A。放大倍数下降，

通频带不变。 

B．放大倍数不变，通频带变宽。C．放大倍数下降，通频带变宽。

D．放大倍数不变，能通频带变窄。56。有反馈的放大器的放大倍数（D） 

A．一定提高 B。一定降低 C。不变 D。以上说法都不对 57。射极输出

器以反馈角度来看属于(A)负反馈。A电压串联 B电流串联 C电压并联 D

电流并联 58。直流负反馈是指（B）A只存在于直接耦合电路的反馈。B

直流通路中的反馈。 

C 只存在于阻容耦合电路中的反馈。D 阻容耦合电路才有的反馈。59。

交流反馈是指（B） 

A只在放大交流信号才有的反馈。B交流通路中的反馈。 
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